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УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ  И  МАТЕРИАЛИ 
ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: фИЗИКА

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ:БАКАЛАВЪР

КАТЕДРА: ФИЗИКА НА ПОЛУПРОВОДНИЦИТЕ
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа
Общо: 

	Лекции
	VIII
	3
	45

	Семинарни упражнения



	
	
	

	Практически упражнения
	
	
	

	Общо часа:
	
	3
	45

	Форма на контрол:
	изпит
	
	


А. АНОТАЦИЯ

Курсът има за цел да запознае студентите с модерните и переспективни технологии и материали за създаване на полупроводникови елементи и интегрални схеми за опто- и микроелектрониката. В първата част са разгледани методите за получаване на тънки слоеве, а във втората част – процесите и технологиите за създаване на микроелектронни структури – епитаксия, дифузия, йонна имплантация, окисление, фотолитография, и др. Особено внимание е отделено на новите и авангардни технологии за израстване на нанокристални структури със свръхрешетки за полупроводниковата оптоелектроника, както и на съвременните материали, използвани за тяхното създаване.

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

	№
	Тема, вид на занятието
	Брой часове

	1. 
	Лекции
	

	1.1
	ФИЗИЧНИ ВАКУУМНИ МЕТОДИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА СЛОЕВЕ

Вакуумно-термично изпарение. Катодно разпрашване. Реактивно катодно разпрашване. Магнетронно разпрашване. Йонно-плазмено разпрашване
	4

	1.2
	ТЕРМОДИФУЗИОННИ МЕТОДИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА СЛОЕВЕ ОТ ПАРОВА ФАЗА

Отлагане на слоеве чрез сублимация в затворена система. Отлагане на слоеве чрез химични транспортни реакции. Сублимация и химични транспортни реакции в квазизатворен обем
	2

	1.3
	ХИМИЧНО ОТЛАГАНЕ ОТ ГАЗОВА ФАЗА

Общи сведения. Отлагане на слоеве чрез: химични транспортни реакции в отворена система,  окисление на химични съединения,  термично разлагане на химични съединения, редукция на химични съединения, синтез на химично съединение върху подложка
	6

	1.4
	ПЛАЗМЕНО-СТИМУЛИРАНО ОТЛАГАНЕ ОТ ГАЗОВА ФАЗА 

Отлагане на метални слоеве. Отлагане на диелектрични слоеве в плазма. Системи за плазмено-стимулирано отлагане от газова фаза
	2

	1.5
	ПОЛУЧАВАНЕ НА СЛОЕВЕ ОТ ТЕЧНА ФАЗА

Израстване на слоеве чрез изо - и неизотермична кристализация от стопилка. Електрохимични методи за отлагане на слоеве
	2

	1.6
	СЪВРЕМЕННИ ЕПИТАКСИАЛНИ МЕТОДИ ЗА ИЗРАСТВАНЕ НА СЛОЕВЕ

Молекулярно-лъчева епитаксия. Атомно-слоева епитаксия. Металорганична епитаксия. Хибридни технологии. Нискоразмерни структури, условия за получаване. Структурни дефекти в епитаксиалните слоеве
	15

	1.7
	ДИФУЗИЯ В КРИСТАЛИТЕ

Механизми на дифузия. Преразпределение на примесите в процеса на дифузия. Методи за дифузия. Аномално разпределение на примесите и дефекти на дифузионните слоеве.
	3

	1.8
	ЙОННА ИМПЛАНТАЦИЯ

Физични основи на метода и основни положения от теорията на каналиране. Механизми на образуване и типове радиационни дефекти. Активация  на примесните атоми. Използване на йонното легиране в комбинация с дифузия на примесите.
	3

	1.9
	ДИЕЛЕКТРИЧНИ ПОКРИТИЯ И ФОТОЛИТОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ

Защитни, изолиращи и маскиращи диелектрични слоеве. Методи за получаване, свойства, предимства и недостатъци. Основни понятия за планарна технология. Фотолитографски лакове и форошаблони. Електронолитография.
	3

	1.10
	СВОЙСТВА, ПОЛУЧАВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВИ МАТЕРИАЛИ

Германий. Силиций. Съединения А3В5 и твърди разтвори на тяхна основа. Силициев карбид. Сулфиди, селениди и телуриди.
	5

	Общо
	45


В. Формата на контрол е: изпит
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